
그림 1. 제작된 네거티브 형상의 실리콘 AWG 마스터
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현대 광통신의 발전에 따라 광소자의 저가, 대량 생산 기술은 사람들의 많은 관심을 받고 있다. 이

에 적용되는 기술 중 대표적으로 NIL(Nano Imprint Lithography)이 있는데, 이 기술은 열경화성 또는 

자외선 경화성 폴리머에 압력을 가해 눌러주는 것이므로 열과 압력에 강한 마스터가 필요하다[1][2].  

마스터는 보통 고 종횡비를 요구하기 때문에 대부분 SF6 가스를 이용한 건식 식각을 통해 만들어졌

다. 하지만 SF6를 이용한 건식 식각은 표면에서의 화학 반응을 이용한 것이기 때문에 등방적인 식각이 

진행된다. 이 문제를 해결하기 위하여 C4F8을 이용한 측면 보호막 증착과 식각을 교대로 진행하였고, 수

직적이고 고 종횡비를 갖는 구조를 제작할 수 있었지만 마스터로 적용되기 힘든 몇 가지 단점이 생겼

다. [3][4]

SF6를 이용한 건식 식각으로 제작된 마스터는 언더컷이 생겨서 원래의 선폭이 정확히 나올 수 없고, 

식각 측면에 굴곡이 생겨서 임프린트 공정 후 폴리머의 측면이 매끄럽지 못한 문제가 발생한다. 이렇게 

제작된 마스터로 복제를 진행하여 도파로 소자를 만들면 측면의 굴곡 때문에 산란 손실이 커지게 된다.

이에 따라 본 논문에서는 매끄러운 측면을 가지는 실리콘 마스터를 제작하기 위하여 SF6가 아닌 Cl2

를 이용하여 건식 식각을 적용하였다. Cl2는 SF6와 달리 표면의 화학 반응으로 식각되는 것이 아니라 물

리적인 힘으로 때리는 것이기 때문에 수직적이고 언더컷과 표면 굴곡이 없는 식각이 진행된다. 하지만 

식각 속도가 느리고 마스크와의 선택비가 낮다는 문제점 때문에 10 um 이내의 식각 구조에 주로 적용되

었다[5][6]. 목표로 하는 형상은 2.5 um의 식각 깊이를 가지는 웨이퍼 스케일 AWG 마스터이다.

유도결합형 플라즈마 소스를 사용하였고, 깊은 실리콘 식각이 목표이므로 식각 마스크 물질로는 높
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그림 2. 제작된 포지티브 형상의 실리콘 AWG 마스터

게 쌓을 수 있는 AZ계열의 포지티브 포토레지스트와 SU-8계열의 네거티브 포토레지스트를 사용하였다. 

AZ계열은 1:1, SU-8계열은 1.5:1 정도의 선택비를 확인할 수 있었고, 소스 파워는 800 W, DC 셀프 바이

어스 파워는 -200 V로 유지하였다.
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